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Infineon製 EasyPACK IGBTモジュール「FS100R12W2T7_B11」
(TRENCHSTOP IGBT7) 構造解析、プロセス解析オープンレポート 

株式会社エルテックは、 Infineon IGBT モジュール「FS100R12W2T7_B11」に搭載されている 

第7世代IGBT(IGBT7) の構造解析、プロセス・デバイス解析レポートをリリースしました。 

製品の特徴 

 「FS100R12W2T7_B11」は、Infineon最新の第7世代IGBTを搭載 Vces=1200V、Ic=100A。 

アプリケーションとしては、産業用ドライブ向けの製品になります。 

IGBT7は、飽和電圧Vce、satを低減するための新しい高密度Micro Pattern Trench（MPT）構造/レイ
アウトセルアレイを特徴としています。 

前世代のIGBT6と比較するとIGBT7は、Vce(sat)が1.85Vから1.5Vに約19％程度改善されています。  
 

解析のポイント 

・単位ＩＧＢＴセルは７つのトレンチのグループによって形成され、これらのトレンチの接続について 

明らかにしています。 

・製造プロセス技術について、最小加工寸法であるコンタクト開口部から有効なプロセス技術ノードを
抽出しています。 

・IGBT7とIGBT6トランジスタのオフ時コレクタリーク電流を比較。活性化エネルギーの有意差が確認
されます。 

・IGBTチップと並列接続されたFWDのブレ―ダウン電圧をそれぞれ測定しています。 
 

レポート内容と価格 

 〇IGBTモジュール、IGBT7構造解析レポート：60万円 (税別) 

 〇IGBT7プロセス、デバイス特性解析レポート：40万円 (税別) 
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●プロセス、デバイス特性解析レポートからの抜粋 （１） 

Fig.1-6-1  IGBT7 MPTセルアレイ構成 

IGBT7とIGBT6の単位面積当たりのオフ状態のコレクタリーク電流の比較 
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●プロセス、デバイス特性解析レポートからの抜粋 （2） 

製造プロセスフロー解析 INFINEON IGBT7のプロセス・ 
シーケンス断面図  


